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FUNKCJE UKŁADU

M o n o l i t y c z n y ,  c y f ro w y  u k ł a d  s c a l o n y  TTL-S UCY 74S405N p e ł n i  
f u n k c j ę  b i n a r n e g o  d e k o d e r a  j e d n e g o  z ośmiu d l a  sy s te m u  m ik ro 
p r o c e s o r o w e g o ,  o p a r t e g o  na j e d n o s t c e  c e n t r a l n e j  MCY 7880N. 
Układ  j e s t  p r z e z n a c z o n y  do p r a c y  w e l e k t r o n i c z n y m  s p r z ę c i e  
p r o f e s j o n a l n y m .  Może być  u ż y t y  do r o z s z e r z e n i a  sy s te m u  m ik ro 
p r o c e s o r o w e g o ,  z a w i e r a j ą c e g o  bramy WEJŚCIE/WYJŚCIE o r a z  z e s t a 
wy  p a m i ę c i  z w e j ś ć j e m  z e z w a l a j ą c y m ,  aktywnym w s t a n i e  n i s k i m .  
r -! f lno z o ś m i u  w y jś ć  u k ł a d u  UCY 74S405 p r z e c h o d z i  w s t a n  n i s 

ki. w te d y ,  gdy z o s t a n ą  u s t a w i o n e  w o d p o w ie d n i  sp o só b  w s z y s t k i e  
3 w e j ś c i a  z e z w a l a j ą c e  E ^ / ,  z g o d n ie  z t a b e l ą  i .  U życie
t r z e c h  w e j ś ć  z e z w a l a j ą o y c h  u m o ż l iw ia  ł a t w e  r o z s z e r z e n i e  s y 
s te m u  m i k r o p r o c e s o r o w e g o .  Dla b a r d z o  dużych  systemów d ekode 
r y  UCY 74S405 mogą być ł ą c z o n e  kaskadowo w t e n  s p o s ó b ,  że 
j e d e n  d e k o d e r  s t e r u j e  ośmioma n a s t ę p n y m i .
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE

N a p i ę c i e  z a s i l a n i a

N a p i ę c i e  w e j ś c io w e

Prąrl "•yjścioTi-y

T e m p e r a t u r a  o t o c z e n i a  
iv c z a s i e  p r a c y

T e m p e r a t u r a  p r z e c h o -  
wywania

R e z y s t a n c j a  t e r m i c z n a  
z 1 ^ o z e - o t o e z e n i e

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
P a r a m o t r y  s t a ł o p r ą d o w e  /U ę C = 5 V i  5%, t  ^ = 0 ~ 70°C

Na zwa pa r a  mc t  r i .» Sjnnbol .Jedn. Wartość* Warunki
p om ia ruhi m . in'\x 0

i t" 2 ..“ ' Ti.........
. . . . .

0

P rą d  we j  ś c i  o wy 
w s t a n i e  n i s k i m _ I IL

mA 0 , 2 5
Ucc = 5 ,2 5  V, 
Uj = 0 , 4 5  V

P r ą d  w e j ś c i o w y  . 
w s t a n i e  wysokim I m ^uA 10

Upp = 5 ,2 5  V, 
Uj ■- 3 ,2 5  V

Ujemne n a p i ę c i e  
w e j ś c i o w e - UIL V 1

Uoc ^ 4 , 7 5  V, 
- I j  = 5 mA

Na •) i ec< e w e j 
ś c io w e  w s t a n  je  
n j s k i ni UIL V 0 , 3 5

Na p i ę o j r w o j  -  
Ś’1 '0  ' ' ' f  «> i c
1 7 O!. • ! i u i:i V O

Ucc . - 0 , 5  -  7 V

Uj - 1 , 0  ~ 5 , 5  V

I Q 125 mA

t aml) 0 r  70°C

t s t g  ' 55 * 125° C

Rt h j “ a 100 K/ w



-  4 -

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNI] c .<!.
i ■ 3 ■1 fi . (>

N a p i ę c i e  rryj -  
ś c i  owe '.v s t  fx n i  e 
n i s lc im U0L V 0 ,4 5

UCC = 4 ' 7n v * 
I 0 = 1 0  III A

N a p i ę c i e  w y j 
śc io w o  w .«jtanie 
wysokim UuH V O Ą, a

Uoc = 4 ,7 5  V 

J 0 = - 1 , 5  mA

Zwa r  c i  owy p r ą d  
w y j ś c io w y “ l0S mA 40 120 u0 = 0 V

N a p i ę c i e  w y j 
ś c io w e  w s t a n i e  
n i s k i m  p r z y  
zwi ększonym 
o b c i ą ż e n i u u o x V 0 . « I 0 = 4 0  mA

Pr.*ifl z a s i l a 
n i a Tc c m A. 70 Uo c  = 5 , 2 5  V

PARAMETRY DYNAMICZNI!]
P a r a m e tr y  s t a  łoprniW m e /TJ^ ,̂ -  5 V -- 5%, t  = O f  7 0 °n
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Wy m i a r y  obudowy
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